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MỞ ĐẦU 

 Trước năm 1985 hầu hết mọi người đều cho rằng cácbon chỉ tồn tại ở 

dạng đa thù hình. Dạng phổ biến nhất thường gọi là than. Về cấu trúc, cácbon 

ở dạng này là dạng vô định hình. Dạng thù hình thứ hai của cácbon hay gặp 

trong kỹ thuật là graphite (than chì) cấu trúc của graphit gồm nhiều lớp 

graphene song song với nhau và sắp xếp thành mạng lục giác phẳng. Dạng 

hình thì thứ ba của cácbon là kim cương. Trong tinh thể kim cương mỗi 

nguyên tử cácbon ở tâm của một tứ diện đều và liên kết với bốn nguyên tử 

cácbon khác. Sự hình thành trên là do sự lai hóa sp3 của các electron hóa trị 

trong nguyên tử cácbon. 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong vài thập kỷ 

trở lại đây đã khám phá hình thù mới của cácbon, đó là vật liệu cácbon có cấu 

trúc nanô. Năm 2004 với việc tách thành công những tấm graphene đầu tiên 

từ bột graphit, đến năm 2010 giải Nôben vật lý đã được trao cho hai nhà khoa 

học Konstantin S. Novoselov và Andre K. Geim thuộc trường đại học 

Manchester nước Anh vì đã tách được những đơn lớp graphene đầu tiên và 

mô tả đặc trưng của chúng [21]. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng 

trong sự phát triển của khoa học về vật liệu. Vật liệu graphene được quan tâm 

nghiên cứu rộng rãi vì chúng không chỉ có cấu trúc tinh thể đặc trưng tinh tế 

mà còn bởi vì chúng có những tính chất cơ, nhiệt, điện và quang vô cùng lý 

thú. Với những tính chất vật lý và hóa học nổi trội, vật liệu graphene (Gr) hứa 

hẹn nhiều khả năng ứng dụng cho các linh kiện điện tử kích thước nanô. Các 

tấm graphene với diện tích bề mặt lớn (có thể đạt 2630 m2/g), độ linh động 

điện tử cao (đạt 200000 cm2 (V.s)-1), modul đàn hồi cao (đạt 1000 GPa), độ 

truyền qua cao (lên tới 97-98% đối với màng graphene đơn lớp)[4,5], do đó 

chúng đã được sử dụng trong các thiết bị quang điện tử [6, 7], pin mặt trời 

[7], màn hình hiển thị, cảm biến khí, cảm biến điện hóa và cảm biến sinh học 

[18], v.v… 

Để có thể ứng dụng màng graphene trong suốt, đặc biệt cho các tấm 

pin mặt trời, các panel hiển thị, màn hình hiển thị,… việc tìm kiếm, lựa 



2 
 

chọnvà tối ưu công nghệ để tổng hợp màng Gr với diện tích lớn, độ truyền 

qua cao và chất lượng tốt là hết sức cần thiết. Ngoài phương pháp bóc tách cơ 

học từ graphite, còn có một số phương pháp khác để tổng hợp vật liệu 

graphene như phương pháp epitaxy, phương pháp bóc tách hóa học, phương 

pháp khử graphene oxide, và phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi 

(CVD). Trong số các phương pháp trên, phương pháp CVD nhiệt rất thuận 

lợi cho việc tổng hợp trực tiếp các màng graphene với diện tích lớn và chất 

lượng cao trên đế xúc tác kim loại đồng. Bằng phương pháp ăn mòn hóa học, 

các màng Gr dễ dàng có thể tách ra khỏi đế kim loại như đồng và chuyển 

sang các đế khác nhau như đế silic, đế thủy tinh, v.v… 

Trong những năm gần đây, phòng thí nghiệm Vật liệu các bon nanô của Viện 

Khoa học vật liệu là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam chế tạo 

thành công vật liệu Graphene bằng phương pháp CVD nhiệt vào năm 2012. 

Những năm sau đó Viện Khoa học vật liệu đã tổng hợp thành công các màng 

graphene đa lớp trên đế đồng (từ 2 đến 10 lớp). Tuy nhiên việc kiểm soát chất 

lượng của các màng graphene tổng hợp trên đế đồng và kỹ thuật tách các 

màng graphene ra khỏi đế đồng và chuyển sang đế khác với diện tích rộng 

(cm x cm) vẫn là thách thức lớn đối với nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới. 

Chất lượng và độ truyền qua của màng mỏng graphene có thể được đánh giá 

thông qua kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM), kính hiển vi 

điện tử truyền qua (TEM), kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), phổ tán xạ 

Raman và phổ truyền qua. Trên cơ sở đó chúng tôi lựa chọn đề tài “Chế tạo 

và nghiên cứu tính chất quang của màng graphene tổng hợp bằng phương 

pháp lắng đọng hóa học pha hơi” 

Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu tổng hợp màng graphene chất lượng cao (từ 2-5 lớp) có 

diện tích lớn (cm2) bằng phương pháp CVD nhiệt. 

Khảo sát một số tính chất đặc trưng của màng graphene thông qua một 

số phép đo như phổ tán xạ Raman, phổ truyền qua và hiển vi lực nguyên tử. 


